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１．概要（Summary） 

単色光用光電変換素子の作製において、キャリア再結

合抑制が課題となっていた。拡散条件を検討することによ

り、接合深さ 0.5 µm の拡散層を形成でき、ダイオードの

性能指数(n値)を1.2以下までに改善できた(検討前：1.7)。
改善プロセスを反映して素子を試作した結果，良好な素

子を試作でき、プロセス上の課題解決の目処が立った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 洗浄ドラフト一式、シリコン専用の各種熱処理（酸化、拡

散）装置一式 
【実験方法】 
 洗浄ドラフトを用いてシリコンウエハを洗浄し、シリコン専

用の各種熱処理（酸化、拡散）装置を用い SiO2膜と n+

拡散層を形成したのち、他機関の設備を用いて電極とバ

ンドパスフィルタを形成することにより素子作製を行ってい

る。素子作製に先立ちn+ 拡散条件の検討を行った。次に、

その結果を反映させて素子の作製を行った。素子の性能

評価は、利用者の所属する研究機関で行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 n+ (リン) 拡散において 800 ℃、10 分のプレデポジショ

ンと、それに続く 900 ℃、10 分のドライブインを行うことに

より、n+層の接合深さを 0.5 µm まで浅くできることを確認

した(第１次試作品での接合深さ：1.4 µm)。Fig. 1 は、こ

の浅い拡散層を形成して作製した素子の外観写真である。

Fig. 2 はこの素子の暗電流電圧特性である。第１次試作

品での n 値 1.7 を本試作で 1.2 以下までに改善でき、キ

ャリアの再結合が抑制されていることが分かった。 
本試作によって、プロセス上の課題解決のめどが立った。 
 
 

 
 

 
Fig. 1 Microscopic images of the photovoltaic cell. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2 Dark current-voltage characteristics of the 
photovoltaic cell having an n+ layer whose junction 
depth is 0.5 µm. 
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